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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОЕВ ТОНКИХ
ПЛЕНОК МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО

Метод физического вакуумного осаждения (Physical Vapor Deposition,
PVD) в настоящее время широко применяется в различных областях про-
мышленности. PVD используется для получения многослойных материалов с
хорошими характеристиками, которые применяются в производстве высоко-
чувствительных магнитных слоев головок жестких дисков и магнитной па-
мяти случайного доступа [1]. Данный метод получения пленок используется
в производстве полупроводниковых устройств для получения многослойных
устройств с субмикронными свойствами.

Производство тонких пленок при помощи физического вакуумного оса-
ждения является процессом, который сильно зависит от условий роста пле-
нок [2]. Необходимость оптимизации процессов получения плёнок с задан-
ными свойствами вызывает пристальное внимание к методам их компьютер-
ного моделирования.

Поэтому целью данного исследования была разработка компьютерной
модели процессов атомарного осаждения тонких пленок кинетическим мето-
дом Монте-Карло (КМК).

В настоящей работе разработана компьютерная модель формирования
тонких пленок методом физического атомного осаждения. На основании соз-
данной модели был создан алгоритм моделирования процессов атомарного
осаждения и разработан программный комплекс.

При помощи созданного программного средства было проведено серия
расчетов. Данные, полученные методами компьютерного моделирования, на-
ходятся в качественном согласии с имеющимися экспериментальными дан-
ными [3].

Данная разработка в дальнейшем может использоваться для изучения
зависимости между условиями процесса осаждения  и микроструктуры плен-
ки.
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